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Полупроводниковые приборы, в частности, кремниевые мощные транзисторы при
сборке в корпус проходят этап пайки на выводную рамку. Среди различных способов
пайки широко распространен способ с образованием жидкого эвтектического сплава золо-
то-кремний. Эвтектический сплав золото-кремний обладает рядом достоинств: он имеет
невысокую температуру плавления, хорошую жидкотекучесть, способность смачивания,
стойкость к окислению; в паяном соединении не создает больших остаточных напряжений,
образующихся вследствие разницы температурных коэффициентов расширения.

В работе [1] применялась специальная подготовка обратной стороны кристалла перед
пайкой его в корпус, заключающаяся в предварительной очистке от окисла и последую-
щей металлизации. Без металлизации обратной стороны пластины поверхность кремния
не достаточно хорошо смачивается жидким эвтектическим сплавом, образовавшимся из
золотой прокладки и кремния самого кристалла, что в итоге приведет к увеличению теп-
лового сопротивления. Для повышения качества пайки была применена технология ме-
таллизации обратной стороны кремниевой пластины покрытием Ti-Ni, что способствовало
улучшению процесса пайки, исключив образование пустот между кристаллом и корпусом
прибора и получению стабильных выходных характеристик, но такая композиция может
способствовать быстрому окислению никеля, что также отражается на качество посадки
кристалла в корпус [2].

В наших результатах мы предлагаем способ повышения качества пайки и последу-
ющей посадки кристалла прибора в корпус с применением трехслойной металлизаций
обратной стороны кристалла с проведением процесса в одном технологическом цикле и в
следующей последовательности: хром-никель-серебро (Cr-Ni-Ag). Проведена оценка вли-
яния этих материалов на тепловое сопротивление транзистора при площади кристалла
3х4 мм2.

Результат исследований показал снижение теплового сопротивления и повышения эко-
номических показателей за счет исключения дорогостоящих материалов. Достижение
низкого значения теплового сопротивления особенно важно для мощных кремниевых тран-
зисторов, работающих в бесперебойных режимах радиоэлектронных систем.
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